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ТРАНЗИСТОР В РАБОТЕ
АННОТАЦИЯ

В данной работе раскрыты механизмы элементарных процессов в полупроводниках и транзисторах. 
Целый ряд терминов, как «запрещенные зоны», дырочная и электронная проводимости, подвижность дырок и электронов, не соответствуют реалиям процессов, протекающих в полупроводниках.
Создание сопротивления проводника обусловлено тем, что первое пострино пересекает полюс ядра атома и останавливается. Если ядро должно создать сопротивление, то валентный электрон, находящийся в ядре атома, совершает полпериода циклических колебаний. Серии трансэлпоса не могут уйти от атома, пока ядро атома не получит энергию сопротивления. Между сериями трансэлпоса и главным пострино возникает промежуток в размере одного пострино. Разрыв приводит к тому, что поступающие главные пострино аннигилируют, соприкасаясь с полюсом ядра атома, что приводит к созданию потенциала в данной точке проводника. Измеряемые значения падения напряжения есть не что иное, как разность потенциалов между отдельными участками проводника. 

Повышение температуры полупроводника приводит к увеличению величины энергии наружных атринов спанов. Размер их радиусов уменьшается, так как ядро атома полупроводника отсекает количество энергии от серий главного пострино в соответствии с размером спиновых серий. С повышением температуры, энергия сопротивления полупроводника уменьшается. 

Наличие электрона тока в ядре атома вынуждает синтезировать под действием сторонних производных пострино положительный ион за счет излучения валентного электрона. Весь процесс регулировки тока в транзисторе осуществляется за время, равное времени от завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэда, и до пересечения полюса внутренними атринами пульседа. Это время порядка 10-15 сек обнаружить экспериментально невозможно, поэтому ученые ошибаются о настоящих процессах, протекающих в полупроводниках базы.

Приложение стороннего напряжения к базе приводит к ионизации ядер атомов и электроны проводимости уходят из базы в виде электронов тока. Ядро атома базы превращается в ион. Проходящие через базу в перпендикулярном направлении трансэлпосы не в состоянии покинуть ион, если энергия усеченных серий трансэлпоса окажется меньше, чем избыточная энергия наружных атринов спанов этих ядер. В этом случае, электрон тока не может покинуть ядро атома иона и серии главных пострино уходят из-под электрона тока и приводят к созданию отрицательного иона.
Эфана Ариадны, идущая в перпендикулярном направлении, устанавливает полевую связь с полюсами ионов  источника ЭДС, что приводит к уменьшению количества ионизаций новых атомов. Ток в цепи транзистора уменьшается. 

Ядра атомов базы превращаются в атомы при возвращении в них электронов тока, удаленных под действием электрического поля. И ток через базу восстанавливается. Регулируя напряжение на базе в цепи источника ЭДС, будет изменяться величина тока в цепи. Назначение коллектора заключается в том, чтобы снизить энергию встречного потока главного пострино и не дать возможность  вырывать электроны тока из базы.
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НОВЫЕ ТЕРМИНЫ 
Полупроводник – металл, у которого имеется только  один электрон проводимости и отсутствует энергия порога ионизации. Как правило, каждый атом металла имеет два и больше электронов проводимости, а полупроводники – только один. При извлечении электрона проводимости из металла в ядре атома создается энергетический барьер, преодолеть который могут электроны тока, у которых энергия серий трансэлпоса будет больше или равна избыточной энергии спана ядра. 

Полупроводниковый положительный переход – это сохранение энергии главных пострино, при выходе их из полюсов ядер атомов полупроводника в слой напыленного на его поверхность металла.

Полупроводниковый отрицательный переход – это усечение энергии главных пострино при выходе их из полюсов ядер атомов последнего слоя полупроводника в слой поликристаллического металла или слой металла, напыленного на другой проводник.

Омическое сопротивление полупроводников - обусловлено поглощением второй части энергии серии трансэлпоса при прохождении их  через полюса ядер атомов для освобождения электронов тока из полюса ядра атома. Количество энергии, поглощенной ядрами атомов полупроводника, назначается эфаной Ариадны, и учитывает физические свойства, конфигурацию и структуру полупроводника.
Эфана Ариадны − в момент синтеза эпостриса синтезируется кольцевая эфана Ариадны, которая выходит из полюса ядра атома симметрично эпострису и оканчивается в первом ряду квантонов эпостриса. Эфана Ариадны − ситуационная кольцевая эфана, замыкающая цепь тока источника ЭДС. Она синтезируется атомом, который получил избыточную энергию накануне возможной его ионизации. Непрерывные серии эфаны Ариадны начинаются у серии вистр флатры спола в направлении выхода трансэлпосов, и оканчиваются на вистрах флатр спола при вхождении электронов тока в ионы для рекомбинации. При этом все цуги положительных пострино, контактирующих с эфаной Ариадны, и сама эфана Ариадны, аннигилируют.
Электрон тока - это электрон возбуждения, получивший большую порцию избыточной энергии, и перемещающийся от катода к аноду, синтезируя магнитные пострино. 

Энергия ионизационного порога − минимальная величина энергии, которую необходимо сообщить атому металла, чтобы осуществить его ионизацию.
Проводники − металлы, в ядрах атомов которых  имеются электроны проводимости, а при нагреве и охлаждении энергия, поступившая в ядро атома, принимается наружными атринами спанов  ядер атомов. В проводниках амплитуды пульсаций вектора атрисов квантонов серий эфан Ариадны стационарны.

Трансэлпос – главное пострино, на котором перемещается электрон тока. Это временная энергия для ионизации атома, которая формируется за счет энергии, пришедшей извне (фотоны), а также за счет энергии, синтезируемой одним из атринов электрона ядра атома в результате электромагнитной индукции. Эпострис располагается вдоль секры вистры спола в филбайтинге вдоль пульсэда. 

Трансэлпосик – это усеченные серии трансэлпоса, которые отдали часть своей энергии ядру атома, в который поступил электрон тока, для освобождения его от силовой связи с ядром атома.

Диэлектрическая проницаемость – это свойство полупроводников усекать положительные эфаны Ариадны при выходе из  ядер атомов пограничного слоя в новую среду (полупроводниковый отрицательный переход). 

1. АТРИСНЫЕ ЗАКОНЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
В полупроводники производные пострино входят с одной стороны, а трансэлпосы – с диаметрально противоположной стороны. Энерго-информационный обмен в ядрах атомов происходит в промежуток времени от завершения пересечения полюса наружных атринов пульседа до завершения пересечения полюса внутренними атринами пульседа. Поглощение энергии производных пострино происходит от момента завершения перехода полюса ядра атома наружных атринов пульседа и до завершения пересечения полюса наружными атринами спанов. При создании сопротивления проводника часть энергии поглощается ядрами атомов. 
Те серии трансэлпосов, которые должны отдать энергию ядрам атомов, при соприкосновении с полюсом ядра сжимаются, устанавливая амплитуду пульсаций в соответствии с амплитудой пульсаций наружных атринов пульседа, а электрон тока устанавливает силовую связь при помощи производной вистры биртрона с полюсом и сжимается, втягивая полюс электрона в полюс ядра атома. Трансэлпос аннигилирует и избыточная энергия первого атрина перед полюсом ядра также аннигилирует.
Часть первых серий трансэлпосов поглощается ядром атома, а остаток серий идет для транспортировки электронов тока. После пересечения полюса усеченные серии трансэлпоса (главного пострино) увеличивают свою амплитуду пульсаций и принимают размер, равный комптоновской длине волны. Усеченные серии главного пострино удерживаются у полюса ядра атома до тех пор, пока валентный электрон не получит место в центре усеченных серий главного пострино. Валентный электрон устанавливает силовую связь при помощи производной вистры биртрона с центром усеченных серий главного пострино, и его серии сокращаются. 

При прохождении тока в полупроводниках идет смена слоев полупроводников и проводников. Если трансэлпосы движутся через полупроводник в направлении, напыленному на его поверхность слоя металла, то, в данном случае, переход через границу сред полупроводник - проводник не приводит к изменению в энергии серий трансэлпосов, так как для трансэлпосов не произошло изменения среды. Назовем такой переход – полупроводниковый положительный переход. 
2. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ФИЗИКУ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

И ТРАНЗИСТОРОВ 
ПОЛУПРОВОДНИКИ
Полупроводник — материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.

Полупроводниками являются вещества, ширина запрещённой зоны которых составляет порядка нескольких электрон-вольт (эВ). Например, алмаз можно отнести к широкозонным полупроводникам, а арсенид индия — к узкозонным. К числу полупроводников относятся многие химические элементы (германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и другие), огромное количество сплавов и химических соединений (арсенид галлия и др.). Почти все неорганические вещества окружающего нас мира — полупроводники. Самым распространённым в природе полупроводником является кремний, составляющий почти 30% земной коры.

В зависимости от того, отдает ли примесный атом электрон или захватывает его, примесные атомы называют донорными или акцепторными. Характер примеси может меняться в зависимости от того, какой атом кристаллической решетки она замещает, в какую кристаллографическую плоскость встраивается. 

Полупроводниковые материалы — вещества с чётко выраженными свойствами полупроводников  в широком интервале температур, включая комнатную (~ 300 К ), являющиеся основой для создания полупроводниковых приборов . Удельная электрическая проводимость  σ при 300 К составляет 104−10~10 Ом−1·см−1 и увеличивается с ростом температуры. Для полупроводниковых материалов характерна высокая чувствительность электрофизических свойств к внешним воздействиям (нагрев, облучение, деформации и т. п.), а также к содержанию структурных дефектов и примесей.

ТРАНЗИСТОРЫ
Биполярный транзистор (обычно его называют просто транзистором) – это полупроводниковый прибор с двумя или более взаимодействующими выпрямляющими электрическими переходами, предназначенный для усиления и генерирования электрических сигналов.

Транзистор (полупроводниковый триод) был создан американскими учеными Дж. Бардином, В. Браттейном и У. Шокли в 1948 году. Это событие имело громадное значение для полупроводниковой электроники. Транзисторы могут работать при значительно меньших напряжениях, чем ламповые триоды, и не являются простыми заменителями последних, а их можно использовать помимо усиления и генерирования сигналов переменного тока в качестве ключевых элементов. Определение «биполярный» указывает на то, что работа транзистора связана с процессами, к которых принимают участие носители заряда, как электроны, так и «дырки».

Структура биполярного транзистора изображена на рис. 1. Он представляет собой монокристалл полупроводника, в котором созданы три области с чередующимися типами электропроводности. На границах этих областей возникают электронно-дырочные переходы. От каждой области полупроводника сделаны токоотводы (омические контакты). 
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Рис. 1. Схематическое изображение структуры биполярного транзистора.
Среднюю область транзистора, расположенную между электронно-дырочными переходами, называют базой (Б). Примыкающие к базе области обычно делают неодинаковыми. Одну из областей делают так, чтобы из неё наиболее эффективно проходила инжекция носителей в базу, а другую – так, чтобы p-n-переход между базой и этой областью наилучшим образом собирал инжектированные в базу носители, то есть осуществлял экстракцию носителей из базы.
Область транзистора, основным назначением которой является инжекция носителей в базу, называют эмиттером (Э), а p-n-переход между базой и эмиттером – эмиттерным (ЭП). Область транзистора, основным назначением которой является собирание, экстракция носителей заряда из базы, называют коллектором (К), а p-n-переход между базой и коллектором – коллекторным (КП). В зависимости от типа электропроводности крайних слоев (эмиттера и коллектора) различают транзисторы p-n-p и n-p-n типа. В обоих типах транзисторов физические процессы аналогичны, они различаются только типом инжектируемых и экстрагируемых носителей и имеют одинаково широкое применение.

На принципиальных электрических схемах транзисторы изображают условными графическими обозначениями (рис. 2):
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Рис. 2. Условные обозначения транзисторов: а – транзистор p-n-p типа; б – транзистор n-p-n типа.
Конструктивно биполярные транзисторы оформляются в металлических, пластмассовых или керамических корпусах.

При работе транзистора к его электродам прикладываются напряжения от внешних источников питания. В зависимости от полярности напряжений, приложенных к электродам транзистора, каждый из p-n-переходов может быть смещен в прямом или в обратном направлении, исходя из этого, возможны четыре режима работы транзистора.
Режимы работы биполярного транзистора
	Эмиттерный переход
	Коллекторный переход
	Режим работы транзистора

	прямое
	обратное
	активный (усилительный)

	прямое
	прямое
	насыщения

	обратное
	обратное
	отсечки

	обратное
	прямое
	инверсный


Если на эмиттером переходе напряжение прямое, и он инжектирует носители в базу, а на коллекторном переходе напряжение обратное, и он собирает носители из базы, то такое включение транзистора называют нормальным,  а транзистор работает в активном (усилительном) режиме. В режиме насыщения оба p-n-перехода включены в прямом направлении, переходы насыщены подвижными носителями заряда, их сопротивления малы.

В режиме отсечки оба p-n-перехода включены в обратном направлении. В электродах транзистора протекают тепловые токи обратно включенных переходов.

Если же на коллекторном переходе напряжение прямое, и он инжектирует носители в базу, а на эмиттером переходе напряжение обратное, и он осуществляет экстракцию носителей из базы, то такое включение транзистора называют инверсным, а транзистор работает в инверсном режиме.

При инверсном включении транзистора необходимо учитывать следующие особенности:

Поскольку эмиттерный переход по площади меньше, чем коллекторный, то из того количества носителей, которые инжектируются коллекторным переходом, меньшее количество собирается эмиттерным переходом, что снижает величину тока этого перехода.

Это приводит к изменению заряда носителей в базе и, следовательно, к  изменению барьерной емкости переходов, т.е. к изменению частотных свойств транзистора.

При меньшей площади эмиттерного перехода необходимо снижать величину его тока, чтобы оставить прежней температуру нагрева полупроводниковой структуры.

Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным.
Второе правило Кирхгофа (правило напряжений Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма падений напряжений на всех ветвях, принадлежащих любому замкнутому контуру цепи, равна алгебраической сумме ЭДС ветвей этого контура.
Правила Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных линеаризованных цепей при любом характере изменения во времени.
Таким образом, целый ряд терминов, как «запрещенные зоны», дырочная и электронная проводимости, подвижность дырок и электронов, не соответствуют реалиям процессов, протекающих в полупроводниках.
3. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Все энергоинформационные обмены в ядрах атомов осуществляются через их полюса в промежутке времени после завершения пересечения полюсов наружными атринами и до пересечения полюсов внутренним атринами пульсэдов. Весь объем твердых и жидких тел заполнен поляризованными атрисиками, которые приводят к уменьшению амплитуд пульсаций векторов атрисов квантонов  серий фотонов и пострино.

Так как длина волны серий пострино мала, то и изменения практически невозможны и их в эксперименте трудно определить, так как они в пределах возможной погрешности. При прохождении тока в среде первыми ее пересекают эфаны Ариадны, они определяют свойства вещества, назначают ядра атомов, которые должны создавать видимость сопротивления.

Если изменяется расстояние между ядрами атомов за счет нагрева или растяжения, то эфаны Ариадны назначают новые ядра атомов для «реализации  сопротивления». Так, при нагревании тел эфана Ариадны увеличивает количество ядер атомов в проводнике для осуществления увеличивающегося сопротивления. 

Пусть к ядру атома проводника подходит по эфане Ариадны трансэлпос. При касании серий главного пострино и производной вистры биртрона электрона устанавливается силовая связь между ними и полюсом ядра атома. Производная вистра биртрона сразу сокращается и втягивает биртрон электрона в полюс ядра атома. За полюсом ядра атома остается избыточная энергия, которая приводила к синтезу магнитных пострино. Она аннигилирует. Главное пострино  уменьшает вектора колебаний до уровня наружных атринов пульсэдов и начинает пересекать полюс ядра атома.

Если атом назначен атриной Ариадны для создания сопротивления, то электрон в ядре атома не может его покинуть до тех пор, пока второе главное пострино не достигнет ядра атома, т.е. полпериода циклических колебаний. При вхождении электрона в полюс ядра атома перед полюсом остается избыточная энергия, которая аннигилирует. В ядре атома атрины электрона не могут иметь избыточную энергию. После пересечения полюса главное пострино удерживается у полюса ядра атома. За это время электрон совершает циклическое колебание и разворачивается биртрон на 180 градусов, а атрины электрона меняются местами. Т.е. первый атрин всегда остается первым атрином. 

Если требуется освободить электрон от силовой связи с ядром атома, то подошедшее второе главное пострино сжимается и пересекает полюс ядра, сосредотачивая свою энергию серий вдоль производной вистры биртрона. Вектора главного пострино направлены от полюса ядра атома. В таком виде главное пострино может быть излучено в виде фотона, однако требуется его энергия для освобождения полюса ядра электрона от полюса ядра атома. Поглощать энергию наружные атрины спана могут только в том случае, если вектора серий избыточной энергии (главного пострино) направлены к полюсу ядра атома. Для разворота серий избыточной энергии производная вистра биртрона второго атрина устанавливает силовую связь последним рядом квантонов избыточной энергии, а другим концом - силовую связь с первым рядом квантонов коренной вистры биртрона.

Производная вистра сокращается и мгновенно перемещает серии избыточной энергии вдоль второй коренной вистры. Коренная вистра синтезирует новое производное пострино, которое начинает управлять избыточной энергией. Производная вистра второго атрина электрона устанавливает силовую связь в полюсе ядра с производными вистрами секр наружных атринов спана в пульсэде. 

Производная вистра биртрона второго атрина дает команду избыточной энергии создать зеркальное копирование относительно полюса ядра атома. Синтезируется избыточная энергия на каждой секре производной вистры спола в пульсэде. Силовая связь в полюсе ядра между синтезированными сериями избыточной энергии теряется. По завершению пересечения полюса ядра атома наружных атринов спана все производные вистры секры спола в пульсэде устанавливают силовую связь с последними рядами квантонов и пересекают полюс. При достижении суммарной энергии всех отрезков квантонов в соответствии с энергией главного пострино происходит отсечение остатков, и они вместе с вторым главным пострино аннигилируют. 

Валентный электрон ядра атома получил разрешение на трансформацию в электрон тока. Производная вистра биртрона валентного электрона устанавливает силовую связь с центром главного пострино и сокращается. Валентный электрон выпрыгивает из ядра атома, и его полюс улавливается центром первого пострино, а первые ряды квантонов первого атрина улавливаются первым рядом квантонов главного пострино. Серии первого атрина сокращаются вследствие удара. Коренная вистра биртрона первого атрина синтезирует из эфира производную вистру биртрона, у которой количество векторов адрат соответствует сжатым сериям первого атрина. В промежутке между полюсом электрона и последними рядами квантонов первого атрина возникает промежуток. Вектора адрат синтезируют в этом промежутке недостающие квантоны. Валентный электрон трансформировался в электрон тока, а главное пострино - в трансэлпос. 

Между сериями трансэлпоса и третьим пострино возникает промежуток в размере одного пострино. Разрыв приводит к тому, что поступающие главные пострино аннигилируют, соприкасаясь с полюсом ядра атома, что приводит к созданию потенциала в данной точке проводника. Измеряемые значения падения напряжения есть не что иное, как разность потенциалов между отдельными участками проводника. 

4. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
Полупроводники не имеют пороговой энергии ионизации, а потому каждое главное пострино должно рассчитываться за энергетическую связь с полюсом ядра атома собственной энергией. Трансэлпос полупроводника, достигая полюса ядра атома, устанавливает силовую связь первыми квантонами с производными вистрами биртрона, а серии трансэлпоса самостоятельно устанавливают силовую связь с полюсами ядер атомов. Производные вистры биртрона сокращаются, и электрон впрыгивает в ядро атома. Перед полюсом ядра атома остается избыточная энергия, которая приводила к синтезу магнитных пострино. Она аннигилирует. Серии трансэлпоса или главного пострино приобретают амплитуду пульсации в соответствии с амплитудами пульсаций векторов атрисов квантонов наружных атринов пульсэда. 

В момент касания серий главного пострино с ядром атома полупроводника, эфана Ариадны устанавливает размер спиновых серий спана и отмечает на сжатых сериях главного пострино этот размер. Это та энергия, которая должна быть израсходована для компенсации силовой связи электрона тока с ядром атома. Эта часть энергии пересекает полюс и располагается вдоль производной вистры первого атрина. Если у главного пострино еще осталась энергия, то эта энергия, пересекая полюс, создает серии, которые могут перемещать в дальнейшем электрон. 

Как только производная вистра биртрона электрона получила энергию, производная вистра биртрона второго атрина одним концом устанавливает с ней силовую связь в полюсе ядра атома и вторым концом - первыми квантонами коренной вистры биртрона. Производная вистра биртрона мгновенно сокращается и переносит избыточную энергию вдоль второго атрина. Как только этот процесс произошел, коренная вистра биртрона синтезирует из эфира новую производную вистру. 

Теперь вектора атрисов квантонов избыточной энергии направлены к полюсу ядра атома. Производная вистра биртрона второго атрина устанавливает в полюсе ядра атома со всеми производными вистрами секры спола в пульсэде энергоинформационную связь и мгновенно синтезирует зеркальное копирование на всех вистрах избыточной энергии (усеченной энергии главного пострино).

По завершению пересечения полюса ядра атома наружных атринов спана все производные вистры секр сполов в пульсэде подсоединяют квантоны к соответствующим атринам. Как только суммарная энергия всех наружных атринов достигнет величины усеченной энергии главного пострино, происходит их отсечение, и все оставшиеся отрезки на вистрах пульсэда и вистрах биртрона электрона аннигилируют. Электрон устанавливает силовую связь с центром усеченных серий трансэлпоса и выпрыгивает из полюса ядра атома.

Производная вистра сокращается и мгновенно перемещает серии избыточной энергии вдоль второй коренной вистры. Коренная вистра синтезирует новое производное пострино, которое начинает управлять избыточной энергией. Производная бистра второго атрина электрона устанавливает силовую связь в полюсе ядра с производными вистрами секр наружных атринов спана в пульсэде. 

Производная вистра биртрона второго атрина дает команду избыточной энергии создать зеркальное копирование через полюс ядра атома. Синтезируется избыточная энергия на каждой секре производной вистры спола в пульсэде. Силовая связь в полюсе ядра между синтезированными сериями избыточной энергии теряется. По завершению пересечения полюса ядра атома наружных атринов спана все производные вистры секры спола в пульсэде устанавливают силовую связь с последними рядами квантонов и пересекают полюс. При достижении суммарной энергии всех отрезков квантонов, в соответствии с энергией главного пострино, происходит отсечение остатков и они вместе с вторым главным пострино аннигилируют. Главные пострино, следующие за первым, теперь имеют разные амплитуды пульсаций и не представляют собой единого целого. Поэтому, достигая полюса ядра атома, все главные пострино, следующие за первым, аннигилируют. Создается потенциал в данной точке.

Повышение температуры полупроводника приводит к уменьшению величины энергии спиновых серий. Размер их уменьшается, так как ядро атома полупроводника отсекает количество энергии от серий главного пострино в соответствии с размером спиновых серий. С повышением температуры, энергия сопротивления полупроводника уменьшается. Величина уменьшения энергии полупроводника оказывается больше энергии, которая возникает вследствие увеличения количества ядер атомов, намеченных для создания сопротивления. В целом получается, что с повышением температуры сопротивление полупроводника уменьшается. 

5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭМИТТЕРА

При выходе трансэлпосов из эмиттера полупроводника, трансэлпосы попадают в переходной слой эмиттера, который представляет собой напыленный на поверхность базы слой металла. При выходе электрона тока в переходной слой, все трансэлпосы отсекают от своей энергии величину в соответствии с размером спиновых серий. Однако, сопротивление проводника создает только те трансэпосы, которые участвуют в создании сопротивления самого тела полупроводника. Следовательно, те трансэлпосы, которые выходят за пределы эмиттера, теряют энергию, но эта энергия аннигилирует и не создает сопротивление в эмиттерном переходном слое.

6. БАЗА ТРАНЗИСТОРА

Слои билтонов эмиттера базы и коллектора располагается параллельно. Поток электронов тока (трансэлпосы) перемещается от эмиттера к коллектору через базу перпендикулярно плоскостям билтонов. Перемещение трансэлпосов происходит по эфанам Ариадны, которые располагаются вдоль осей андистронов. Трансэлпосы подходят к полюсам ядер атомов в момент времени после завершения пересечения полюсов наружными атринами пульсэдов. 

Производные вистры биртронов устанавливают силовую связь с полюсами ядер атомов и сокращаются. Бывший электрон тока впрыгивает в полюс ядра атома, совмещая полюса электрона и ядра атома. Перед полюсами ядер атомов остается избыточная энергия, которая позволяла формировать магнитные пострино и аннигилирует. Серии трансэлпоса сжимаются к полюсам ядер атомов и начинают его пересекать. По выходу из ядра атома серии трансэлпоса принимают амплитуды пульсаций в соответствии с размером серий комптоновской волны. 

Система электрона и серий трансэлпоса находится в ожидании начала нового полупериода циклических колебаний после завершения пересечения полюса ядра внутренними атринами пульсэда. Действие стороннего электрического поля (производных пострино) на полюса ядер атомов может происходить только в том случае, если в полюсе ядра атома расположен бывший электрон тока. В этом случае производное пострино воспринимает ядро атома как среду, с которой возможно установить силовую связь. Однако, силовая связь может быть установлена только с валентным электроном ядра атома. Так как валентный электрон сканирует поверхность пульсэда реперного протона ядра атома, то пульсэдам ядер атомов нужно вернуть энергию, которая была выброшена для согласования спина. Поэтому, производные пострино отсекают часть собственной энергии в размере энергии ионизации. Серии усеченного производного пострино располагаются вдоль производной вистры биртрона электрона.

Вектора электрических серий усеченного производного пострино направлены от полюса ядра атома. Для того, чтобы сообщить внутренним атринам пульсэда энергию, необходимую для создания ионизации, ее нужно распределить между производными вистрами филбайтинга и филбайтины, в соответствии с их происхождением в момент радиоактивного распада нейтрона.  Производная вистра биртрона электрона расположена с диаметрально противоположной стороны полюса, устанавливает силовую связь в полюсе ядра с усеченными производными пострино. Другой конец производной вистры биртрона электрона устанавливает силовую связь с первыми квантонами коренной вистры. Производная вистра биртрона сокращается и перекачивает серии усеченных вистр на территорию первого атрина электрона и сама аннигилирует. 

Коренная вистра биртрона синтезирует новую производную вистру, которая устанавливает в полюсе ядра силовую связь с производными вистрами филбайтинга и филбайтины. Мгновенно усеченные серии производного пострино создают зеркальное копирование собственных серий на все производные вистры филбайтинга и филбайтины, которые мгновенно устанавливают амплитуды пульсаций в соответствии с амплитудой пульсаций наружных атринов пульсэда. 

Производная вистра биртрона второго атрина устанавливает силовую связь с первым рядом квантонов усеченных серий пострино, и сокращается. Усеченные серии пострино перекочевывают на территорию второго атрина электрона и мгновенно передаются в распоряжение производных вистр секры спола в пульсэде. Синтезируется новая частица – эпострис. Как только произошло это событие, эпострис синтезирует кольцевую эфану Ариадны, которая начинается в полюсе ядра атома и заканчивается на первом ряде квантонов эпостриса. Мгновенно синтезируется главное пострино, размер серий которого равен размеру серии эпостриса. Амплитуда пульсаций векторов квантонов главного пострино увеличивается в два раза и эпострис продолжает существовать, так как главное пострино не смогло произвести аннигилирование с ним. Сразу же эпострис создает производное пострино, которое  увеличивает амплитуды пульсаций в два раза. 


Все эти процессы происходят за очень короткое время, за период пульсаций векторов атрисов квантонов. Внутренние серии атринов продолжают пересечение полюса ядра атома, и когда к полюсу приближается последний ряд квантонов, подключаются к ним. Производные вистры филбайтинга и филбайтины направляют свои квантоны к сериям внутренних атринов. Когда количество внутренних серий соответствует энергии ионизации, происходит отсечение остатков неиспользованных квантонов и они аннигилируют. Система ядра атома подготовлена к началу нового периода циклических колебаний. В этот момент производная вистра биртрона валентного электрона ядра атома устанавливает силовую связь с центром главного пострино и сокращается. Электрон «выпрыгивает» из ядра атома. Вылавливается в центре главного пострино, а первые квантоны атрина улавливаются первыми квантонами главного пострино. Происходит сжатие серий первого атрина. В этот момент коренная вистра биртрона электрона синтезирует новое производное пострино. Так как серии первого пострино оказались сжатыми, то у производной вистры биртрона оказываются свободными вектора адрат в промежутке между полюсом электрона и сжатыми сериями атрина. Производная вистра биртрона синтезирует из эфира квантоны, которые увеличивают энергию первого атрина.

Синтезировалась новая частица – электрон тока, который будет синтезировать вторым атрином электрона в конце каждого нового полупериода циклических колебаний магнитные пострино. А в общем синтезировалась новая частица – трансэлпос, состоящая из главного пострино и электрона тока. Далее трансэлпосы тока от источника ЭДС и трансэлпос, синтезированный из валентного электрона, начинают свое движение по собственным эфанам Ариадны. Трансэлпос валентного электрона достигает отрицательной пластины конденсатора, и бывший валентный электрон оседает на ней.

Главное пострино валентного электрона пересекает полюс ядра, в котором осел валентный электрон в пластинах конденсатора, и производная вистра биртрона электрона устанавливает силовую связь с центром главного пострино. Производная вистра биртрона старается вырвать электрон из ядра атома, что приводит к созданию напряжения, и производная вистра с главным пострино аннигилируют. Коренная вистра валентного электрона синтезирует производную вистру, которая создает количество векторов адрат в соответствии с силой сжатия. Относительно полюса валентного электрона синтезируются отрицательные электрические серии, которые создают зеркальное копирование относительно полюса. Амплитуды пульсаций обеих отрицательных серий увеличиваются в два раза. Создается отрицательное пострино. Производное пострино стороннего источника подходит к полюсу ядра атома, синтезирующее отрицательное поле, и ликвидирует одно из направлений. Второе отрицательное пострино создает отрицательный потенциал проводника. Попытка выхода электрона тока из ядра атома заканчивается фиаско. Это происходит потому, что для выхода электрона тока, идущего из источника ЭДС, главное пострино должно иметь избыточную энергию, равную энергии эпостриса. Так как такой энергии у него нет, то производная вистра биртрона, установившая с его центром силовую связь, пытается вырвать электрон тока из полюса ядра, но ей это не удается. Производная вистра биртрона аннигилирует, а коренная вистра биртрона синтезирует новую производную вистру биртона, которая имеет количество векторов адрат, пропорционально силе сжатия. Синтезируется отрицательное пострино, которое сразу же создает зеркальное копирование относительно электрона тока. Серии отрицательного пострино увеличиваются в два раза и синтезируются два отрицательных пострино, которые движутся в диаметрально противоположных направлениях. Одно пострино создает отрицательный потенциал в направлении эмиттера, а второе пострино – аннигилируется за счет действия производного пострино от источника ЭДС.


Происходит следующая картина. При попадании электрона тока в ядро атома базы, производные пострино стороннего источника приводят к синтезу эпостриса и ионизации ядра атома, в котором уже находится электрон тока от источника ЭДС. Электрон тока послужил началом ионизации ядра атома базы транзистора. В отсутствие электрона тока в ядре атома базы, стороннее пострино не вступает в силовую связь с ядром атома. Ток базы будет зависеть от того, сколько сторонних производных пострино создает система управления базой транзистора.

Разность потенциалов между пластинами конденсатора поддерживается до тех пор, пока сторонний источник ЭДС направляет через пластины производные пострино. Если поток производных пострино через конденсатор через промежуток уменьшается, то производные пострино не удерживают электрон заряда (валентный электрон) у поверхности пластин конденсатора. Эфана Ариадны валентного электрона меняет направление электрических векторов квантонов на диаметрально противоположное. 

Главные пострино изменяют свою сущность и выполняют роли производных пострино. Производные пострино, подходя к полюсам ядер атомов пластины конденсатора, устанавливают силовую связь с полюсом электронов заряда, но не вынуждают их синтезировать отрицательное электрические поле, а извлекают их из ядра атома. Вдоль эфаны Ариадны бывший валентный электрон перемещается к полюсу ядра атома, при этом валентный электрон не создает ни электрических, ни магнитных пострино. Когда валентный электрон приближается к полюсу положительного иона на расстояние, равное комптоновской длине волны, последнее (производное) пострино остается у полюса положительного иона и устанавливает силовую связь с полюсом валентного электрона. Производное пострино сокращается до размеров серий эпостриса и серии эпостриса и производного пострино аннигилируют. К этому моменту производная вистра биртрона валентного электрона вошла в контакт с полюсом положительного иона. Производная вистра биртрона сокращается и втягивает валентный электрон в полюс положительного иона.

Аннигиляция эпостриса приводит к тому, что ядро атома базы лишилось необходимости требовать от электрона тока от системы ЭДС повышенной энергии (энергии эпостриса). После этого, главное пострино от источника ЭДС пересекает полюс ядра атома, и производная вистра биртрона  свободно извлекает электрон тока из ядра атома. Ток в системе транзистора восстанавливается.

Таким образом, наличие электрона тока в ядре атома вынуждает синтезировать под действием сторонних производных пострино положительный ион за счет излучения валентного электрона. Весь процесс регулировки тока в транзисторе осуществляется за очень короткое время, равное времени от завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэда и до пересечения полюса внутренними атринами пульседа. Это время порядка 10-15 сек обнаружить экспериментально невозможно, поэтому ученые ошибаются о настоящих процессах, протекающих в полупроводниках базы.
7. КОЛЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ СЛОЙ

На поверхность базы производится напыление металла со стороны коллектора. При выходе трансэлпосов с поверхности базы они попадают в среду, в которой не происходит усечение энергии трансэпосов. Поэтому, после выхода трансэлпосов из базы, трансэлпосы теряют энергию в соответствии с энергией, выделяемой в теле полупроводника под командой эфаны Ариадны. 

Таким образом, полупроводник коллектора выполняет роль сопротивления полупроводника. 

ВЫВОДЫ
1. Целый ряд терминов, как «запрещенные зоны», дырочная и электронная проводимости, подвижность дырок и электронов, не соответствуют реалиям процессов, протекающих в полупроводниках.
2. Создание сопротивления проводника обусловлено тем, что первое пострино пересекает полюс ядра атома и останавливается. Если ядро должно создать сопротивление, то валентный электрон, находящийся в ядре атома, совершает полпериода циклических колебаний. Серии трансэлпоса не могут уйти от атома, пока ядро атома не получит энергию сопротивления. Между сериями трансэлпоса и главным пострино возникает промежуток в размере одного пострино. Разрыв приводит к тому, что поступающие главные пострино аннигилируют, соприкасаясь с полюсом ядра атома, что приводит к созданию потенциала в данной точке проводника. Измеряемые значения падения напряжения есть не что иное, как разность потенциалов между отдельными участками проводника. 

3. Повышение температуры полупроводника приводит к увеличению величины энергии наружных атринов спанов. Размер их радиусов уменьшается, так как ядро атома полупроводника отсекает количество энергии от серий главного пострино в соответствии с размером спиновых серий. С повышением температуры, энергия сопротивления полупроводника уменьшается. 

4. Наличие электрона тока в ядре атома вынуждает синтезировать под действием сторонних производных пострино положительный ион за счет излучения валентного электрона. Весь процесс регулировки тока в транзисторе осуществляется за время, равное времени от завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэда, и до пересечения полюса внутренними атринами пульседа. Это время порядка 10-15 сек обнаружить экспериментально невозможно, поэтому ученые ошибаются о настоящих процессах, протекающих в полупроводниках базы.

5. Приложение стороннего напряжения к базе приводит к ионизации ядер атомов и электроны проводимости уходят из базы в виде электронов тока. Ядро атома базы превращается в ион. Проходящие через базу в перпендикулярном направлении трансэлпосы не в состоянии покинуть ион, если энергия усеченных серий трансэлпоса окажется меньше, чем избыточная энергия наружных атринов спанов этих ядер. В этом случае, электрон тока не может покинуть ядро атома иона и серии главных пострино уходят из-под электрона тока и приводят к созданию отрицательного иона.

6. Эфана Ариадны, идущая в перпендикулярном направлении, устанавливает полевую связь с полюсами ионов  источника ЭДС, что приводит к уменьшению количества ионизаций новых атомов. Ток в цепи транзистора уменьшается. 

7. Ядра атомов базы превращаются в атомы при возвращении в них электронов тока, удаленных под действием электрического поля. И ток через базу восстанавливается. Регулируя напряжение на базе в цепи источника ЭДС, будет изменяться величина тока в цепи. Назначение коллектора заключается в том, чтобы снизить энергию встречного потока главных пострино и не дать возможность  вырывать электроны тока из базы.
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